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Tiivistelma - Sammandrag

Valmistusmenetelmé ja monisirupaketti, joka kasittda johdekuvion (1) ja eristeen (2) ja eristeen sisdssd ensimmaisen puolijohdesirun
(3), jonka kontaktiterminaalit (4) suuntautuvat johdekuviota (1) kohti ja ovat johtavasti yhdistetyt johdekuvioon (1). Monisirupaketti
kasittaa eristeen (2) sisdssa myds toisen puolijohdesirun (13), jonka kontaktiterminaalit (14) suuntautuvat samaa johdekuviota (1) kohti
ja ovat kontaktielementtien (15) valitykselld johtavasti yhdistetyt tdhan johdekuvioon (1). Puolijohdesirut on sijoitettu siten, ettd
ensimmainen puolijohdesiru (3) sijaitsee toisen puolijohdesirun (13) ja johdekuvion (1) vélissa.

Tillverkningsforfarande och multichippaket, vilket omfattar ett ledarmdnster (1) och ett isoleringsmaterial (2) och inne i
isoleringsmaterialet ett forsta halvledarchip (3), vars kontaktterminaler (4) ar riktade mot ledarmonstret (1) och &r ledande anslutna till
ledarmonstret (1). Multichippaketet omfattar inne i isoleringsmaterialet (2) dven ett andra halvledarchip (13), vars kontaktterminaler (14)
ar riktade mot samma ledarmonster (1) och ar medelst kontaktelement (15) ledande anslutna till detta ledarmdnster (1).
Halvledarchippen &ar anordnade pa sa satt, att det forsta halvledarchippet (3) &r anordnat mellan det andra halvledarchippet (13) och
ledarmonstret (1).
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MONISIRUPAKETTI JA VALMISTUSMENETELMA

Keksinnon kohteena on komponenttipaketti useampaa kuin yhtd komponenttia varten

sekd komponenttipaketin valmistusmenetelma.

Yksi erityinen keksinndn kohteena olevien komponenttipakettien kéyttokohde on
puolijohdekomponenttien paketointi. Paketoitava komponentti voi kuitenkin olla myds
passiivikomponentti, esimerkiksi keraamipohjainen passiivikomponentti. Yleisesti

komponentti on mikd tahansa paketoitavaksi soveltuva komponentti.

Tunnetussa tekniikassa on esitetty useita erilaisia useampia puolijohdekomponentteja
siséltdvia komponenttipaketteja eli monisirupaketteja. Monisirupaketilla viitataan téssd
dokumentissa myods sellaisiin komponenttipaketteihin, joissa paketoitava komponentti
on muu komponentti tai siru kuin puolijohdesiru, vaikka puolijohdesirut ovatkin yksi
hyvin térked sovelluskohde. Sijoittamalla useampi komponentti yhteen pakettiin
rakenteesta pyritddn saamaan pienempi kuin rakenteesta, joka sisdltdd vastaavat
komponentit erikseen paketoituina. Yhtend tavoitteena monisirupaketeissa on siis suuri

komponenttitiheys.

Kun komponenttipaketeissa on pyritty hyvin pieniin ja korkealuokkaisiin ratkaisuihin,
on kiytetty niin kutsuttua 3D-paketointia. Yksi vanhimmista 3D-paketointiratkaisuista
on ollut latoa pidillekkdin yksinkertaisia TSOP-, QFP- tai CSP-tyyppisid paketteja.
Niiden paillekkéin ladottavien pakettien véliin on sijoitettu sopiva vililevy, jossa on
ollut valmistettuna soveltuvat ldpiviennit ja kontaktit. Toinen vaihtoehto on ollut kayttdd
liitosalustaa, johon kustakin ladottavasta paketista on valmistettu kontaktit esimerkiksi

lankaliitosten avulla.

Niin kutsuttu SiP-tekniikka (System-in-Package) puolestaan kasittdd paallekkéin ladotut
sirutason paketit, PoP- ja PiP-tekniikat (Package-on-Package ja Package-in-Package)
sekd monisirumoduulit (multichip modules, MCM/MCP). Useimmissa nykyisissd
monisirupaketeissa komponenttien sdhkdinen kytkeminen pakettirakenteeseen on tehty
lankabondauksen avulla. Muita vaihtoehtoja ovat kaantosirutekniikat (flip chip, FC) ja
juotekontaktit.
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Lankabondausta kéyttivissd ratkaisuissa on monia epiakohtia pyrittdessd pienikokoisiin
ratkaisuihin. Lankaliitokset vievit vidistamattd tilaa ja rajoittavat muutenkin paketin
geometrian suunnittelua. PoP- ja PiP-tekniikoissa taas kaksi tai useampia paketteja
liitetdén toistensa péddlle tai integroidaan sisdkkdin. Naissd ratkaisuissa tarvitaan
tyypillisesti lankaliitoksia pakettien vilisten kytkentdjen tekemiseen. Lisdksi PoP- ja
PiP-tekniikoissa  kustannukset nousevat suhteellisen korkeiksi monivaiheisen

paketointiprosessin johdosta.

My6s kadntosirutekniikassa tulee eteen ongelmia, mikéli samalle liitosalustalle halutaan
liittdd padllekkdin kaksi komponenttia. Tilldin ylemméin komponentin sijoittelu ja
liittdminen on hyvin hankalaa. Patenttihakemusjulkaisu US 2002/0045290 kuvaa yhden
tillaisen ratkaisun, jossa alimmat komponentit kylld voidaan liittdd liitosalustaan
kaantosirutekniikalla mutta ylempien komponenttien liitokset joudutaan valmistamaan
lankaliitostekniikalla siten, ettd liitoslangoille ja niiden liittdmiselle on varattava

tarvittava tila komponenttien ympérilta.

Patenttihakemusjulkaisussa  US  2005/0006142 on pyritty ohueen ratkaisuun
sijoittamalla kaksi sirua paillekkéin siten, ettd sirujen sdhkodiset kontaktit on valmistettu
kahteen eri johdekuvioon, joiden vilissé sirut sijaitsevat. Téllaisessa ratkaisussa taas on
joidenkin sovelluskohteiden osalta ongelmana se, ettd piéllekkdisten sirujen vélinen
sdhkdinen yhteys joudutaan suunnittelemaan kulkevaksi kahden erillisen
johdekuviokerroksen ja ndmé yhdistividn ldpiviennin kautta. Tillaisen yhteyden
sdhkoiset ominaisuudet eivdt ole optimaaliset varsinkaan radiotaajuisia signaaleja

siirrettiessa.

Tunnettuithin monisirupaketteihin liittyy siis piirteitd, jotka tekevét ratkaisuista

epdoptimaalisia moniin kéyttotarkoituksiin.

Tamén keksinndn tarkoituksena onkin kehittdd edelleen monisirupaketteihin liittyvad
tekniikkaa ja tdtd tarkoitusta varten luoda uusi pakettirakenne ja menetelmid sen

valmistamiseksi.

Keksintd perustuu siihen, ettd kddnnetyn alimman komponentin liséksi myds ainakin
yksi ylempi komponentti kiinnitetddn pakettirakenteeseen kddnnettynd eli siten, ettd
komponentin pinnalla olevat kontaktiterminaalit suuntautuvat kohti sitd johdekuviota,

johon kontaktiterminaalit yhdistetddn sdhkoisesti kontaktielementtien avulla.
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Tasmillisemmin sanottuna keksinnén mukaiselle monisirupaketille on tunnusomaista
se, mikd on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. Keksinnon mukaiselle
menetelmaélle on puolestaan tunnusomaista se, mikéd on esitetty patenttivaatimuksen 11

tunnusmerkkiosassa.

Keksinnon yhden ndkokannan mukaan saadaan aikaan monisirupaketti, joka kasittdd
johdekuvion ja eristeen ja eristeen sisdssd ensimmadisen ja toisen komponentin, joiden
kontaktiterminaalit suuntautuvat samaa johdekuviota kohti ja ovat johtavasti yhdistetyt
tdhdn johdekuvioon. Ensimmiinen komponentti sijaitsee ainakin osittain toisen
komponentin ja johdekuvion vilissé ja ainakin toisen komponentin kontaktiterminaalit

yhdistetddn johdekuvioon kontaktielementtien valityksella.

Keksinnon toisen nédkokannan mukaan luodaan menetelmd monisirupaketin
valmistamiseksi, joka monisirupaketti késittdd johdekuvion, eristeen ja eristeen sisdssi
ensimmaisen ja toisen komponentin. Menetelmdn mukaan ensimméinen ja toinen
komponentti asemoidaan siten, ettd komponenttien kontaktiterminaalit suuntautuvat
samaa johdekuviota kohti ja ainakin osa ensimmdiisestdi komponentista jdd toisen
komponentin ja timén johdekuvion véliin. Liséksi ensimmaéisen ja toisen komponentin

kontaktiterminaalit yhdistetdén johtavasti samaan johdekuvioon.

Johdekuviolla tarkoitetaan télloin paketin  tai piirilevyn yhden tasomaisen
johdekerroksen muodostamaa  johdekuviota. Monikerroksisessa paketissa  tai
piirilevyssd on useampia tillaisia johdekuvioita kerroksittain siten, ettd paketin tai

piirilevyn paksuussuunnassa johdekuviot erottaa toisistaan eristekerros.

Keksintd tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa monia mielenkiintoisia sovellusmuotoja,

jotka voivat tarjota etuja ainakin joissakin sovelluskohteissa.

Mahdolliseksi tulee esimerkiksi sellainen sovellusmuoto, jossa alemman komponentin
tapaan my0s ylemmén sirun liitokseen tarvittavat kontaktielementit valmistetaan siten,
ettd kontaktielementit ulottuvat kontaktiterminaalien ja johdekuvion vililld pid4asiassa
ainoastaan paketin paksuussuunnassa. Télloin kontakticlementit voidaan valmistaa
oleellisesti lyhemmiksi kuin lankaliitostekniikassa, jossa liitoslangat ulottuvat
merkittdvissd madrin myos paketin leveyssuunnassa. Lyhyempi kontaktielementti vie
vihemmadn tilaa ja joissakin sovellusmuodoissa voi myds tarjota liitokselle paremmat

sahkoiset ominaisuudet.
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Kuten edelld on kdynyt jo ilmi, paketin paksuussuunnalla tarkoitetaan suuntaa, joka on
kohtisuorassa johdekuvion pintaa ja komponenttien kontaktiterminaalien pintoja
vastaan. Paksuussuuntaan ndhden suorassa kulmassa olevaa suuntaa taas kutsutaan
paketin leveyssuunnaksi. Komponenttien pddpinnat ovat siis paketin leveyssuuntaisia

pintoja ja johdekuvion johteet on tarkoitettu johtamaan sédhkod paketin leveyssuunnassa.

Sovellusmuotojen avulla voidaan siis haluttacssa valmistaa my6s hyvin korkean

pakkaustiheyden omaavia monisirupaketteja.

Sovellusmuodon avulla on myds mahdollista valmistaa kontaktit sekd ensimmiiseen
ettd toiseen puolijohdesiruun siten, ettd kontaktirakenne, kuten kontakticlementti,
muodostaa yhtendisen, paketin paksuussuuntaisen metallirakenteen, joka on
metallurgisesti yhteensopiva sekd puolijohdesirun kontaktiterminaalin ettd paketin
johdekuvion materiaalin  kanssa. Yhdessd sovellusmuodossa  kontaktirakenne
muodostetaan pddasiassa kuparista siten, ettd ensin kasvatetaan ensimmaéinen kerros
kuparia kemiallisella kasvatusmenetelmdlld ja tdmén péélle kasvatetaan lisdd kuparia

sahkokemiallisella kasvatusmenetelmalla.

Yhdessd  sovellusmuodossa sekd  ensimmadisen  puolijohdesirun  ettd  toisen
puolijohdesirun kontaktit valmistetaan samalla menetelmédlld. Tilléin molempien
puolijohdesirujen kontaktiterminaalien pinnoille valmistetaan samanlaisen tai vastaavan
rakenteen omaavat kontakticlementit, kuitenkin silld erotuksella, etti ensimmaiisen
puolijohdesirun  kontaktiterminaaleihin liittyvdt kontaktielementit ovat yleensd

matalampia ja kapeampia.

Sovellusmuotojen avulla monisirupakettiin voidaan toki sisillyttdd myds enemmaén kuin
kaksi puolijohdesirua. Puolijohdesirut voivat sijaita kahdessa tai useammassa

kerroksessa. Yksi kerros voi siis sisdltdd myds useamman kuin yhden komponentin.

Yhdessi sovellusmuodossa komponentteja on kahdessa kerroksessa siten, ettd ylemmén

komponentin ja johdekuvion vilissd on useampi kuin yksi komponentti.
Yhdessi sovellusmuodossa komponentteja on kolmessa tai usecammassa kerroksessa.

Yhdessid sovellusmuodossa alempi komponentti on kokonaan ylemmain komponentin ja

johdejohdekuvion vilissa.
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Toisessa sovellusmuodossa ainoastaan osa alemmasta komponentista on ylemmén

komponentin ja johdejohdekuvion vilissa.

Yhdessé sovellusmuodossa ylin komponentti on yhdistetty my6s vastakkaisella puolella
olevaan johdekuvioon. Komponentti on siis yhdistetty johdekuvioon molempien

péadpintojensa suunnassa.

Yhdessd sovellusmuodossa alempi komponentti ei ulotu ylemmén komponentin
kontaktialueiden ja johdekuvion wviliin. Tillaisen sovellusmuodon yhdessd
erikoistapauksessa komponenttipaketti on leveyssuunnassaan yhtd suuri kuin suurin

pakettiin sijoitettu komponentti.

Toisessa sovellusmuodossa alempi komponentti ulottuu johdekuvion ja ainakin yhden
ylemmén komponentin kontaktialueen viliin, jolloin alemman ja ylemmén komponentin

viliin valmistetaan reitityskerros kontaktien valmistamista varten.

Sovellusmuotojen avulla voidaan haluttacssa valmistaa monisirupaketti, joka on
kooltaan ainoastaan hieman suurempi kuin suurin pakettiin siséllytettivd puolijohdesiru.
Niin voidaan valmistaa todellinen sirutason paketti, joka sisdltdd kaksi tai useampia

puolijohdesiruja.

Joidenkin sovellusmuotojen avulla voidaan myds parantaa signaalin laatua erityisesti
lankaliitostekniikkaa kdyttdviin rakenteisiin verrattuna. Parempi signaalin laatu voidaan
saavuttaa yhtddltd lyhyempien johdeteiden ansiosta. Toisaalta myds kontaktin itsensé
laatua ja luotettavuutta on mahdollista parantaa verrattuna lankaliitostekniikkaan.
Sovellusmuotojen avulla on my6s mahdollista saavuttaa pieni parasiittinen induktanssi
liitoksille sekd koko monisirupaketille, koska sirujen viliset johdevedot voidaan

suunnitella lyhyiksi.

Edelleen sovellusmuotojen avulla monisirupakettiin on mahdollista sisdllyttdd tai

integroida passiivikomponentteja.
Keksintdd tarkastellaan seuraavassa esimerkkien avulla ja oheisiin piirustuksiin viitaten.
Kuvio 1 esittdd poikkileikkauksena yhden sovellusmuodon mukaisen monisirupaketin.

Kuvio 2 esittdd poikkileikkauksena osaa toisen sovellusmuodon mukaisesta

monisirupaketista.
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Kuviot 3A-3)] csittdvdt vilivaiheita yhden sovellusmuodon  mukaisessa

valmistusmenetelmassa.

Kuvio 4 esittdd poikkileikkauksena yhden kuvioiden 3A-3J menetelmalld valmistetun

monisirupaketin.

Kuviot 5A-5C esittdvat  vialivaiheita toisen  sovellusmuodon  mukaisessa

valmistusmenetelméssa.

Kuvio 6 esittdd poikkileikkauksena yhden kuvioiden 5SA-5C menetelmilld valmistetun

monisirupaketin.

Kuvio 1 esittdd poikkileikkauksena monisirupaketin. Kuvion 1 paketti késittdd
ensimmaéisen johdekuvion 1 ja toisen johdekuvion 6 sekd eristeen 2 ndiden vélissi.
Kuvion 1 sovellusmuodossa toinen johdekuvio 6 muodostaa yhtendisen johdetason tai
johdelaatan paketin takapinnalle. Téllaista johdetasoa voidaan hyddyntdd esimerkiksi
puolijohdesirujen ja paketin ympériston vélisen sdhkémagneettisen héiriévaikutuksen

vahentamiseen.

Kuvion 1 monisirupaketti késittdd eristeen 2 sisdéin sijoitetun ensimméisen
puolijohdesirun 3, jonka kontaktiterminaalit 4 on johtavasti yhdistetty johdekuvioon 1.
Puolijohdesiru 3 on tyypiltddn niin sanottu nystyton komponentti, joten
kontaktiterminaalit 4 ovat puolijohdesirun 3 pinnalle puolijohdetehtaassa valmistettuja
kontaktipadeja. Vaihtochtoisesti kontaktiterminaalit voivat muodostua kontaktipadien
paille kasvatetuista kontaktinystyistd tai pelkistd alusmetallurgiakerroksista.
Alusmetallurgiakerroksella  tarkoitetaan  tdlldin  normaalia nystyd ohuempia
metallipinnoitteita, joita voidaan myo6s kéyttdd pohjakerroksena nystynvalmistus-
prosessissa. Puolijohdesiru 3 on asemoitu siten, ettd kontaktiterminaalit suuntautuvat
johdekuviota 1 kohti eli ovat puolijohdesirun 3 silld pinnalla, joka on johdekuvion 1

puolella.

Puolijohdesirun 3 kontaktiterminaalit on yhdistetty johdekuvioon joko suoraan tai
kontakticlementtien tai anisotrooppisesti johtavan kerroksen vilitykselld. Suora
yhdistiminen voidaan toteuttaa esimerkiksi ultraddnibondaus tai termokompressio-
menetelmailld. Kontaktielementit voivat olla mitd tahansa tarkoitukseen soveltuvia

johdemateriaalista valmistettuja rakenneosia. Téllaiset rakenneosat voidaan valmistaa
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esimerkiksi johdepastasta, johtavasta liimasta, muusta johtavasta polymeerista tai
metallista. Yleensd parhaat kontaktit saadaan kuitenkin valmistamalla kontaktielementit

metallista kasvattamalla kemiallisella ja/tai sahkdkemiallisella menetelmalla.

Kuvion 1 monisirupaketti késittdd myos eristeen 2 sisddn sijoitetun toisen
puolijohdesirun 13. Toisen puolijohdesirun 13 kontaktiterminaalit 14 suuntautuvat
johdekuviota 1 kohti. Toisen puolijohdesirun 13 kontaktiterminaalit 14 on yhdistetty
johtavasti samaan johdekuvioon 1 kuin ensimmadisenkin puolijohdesirun 3
kontaktiterminaalitkin. Kuvion 1 sovellusmuodossa toinen puolijohdesiru 13  on
tyypiltddn niin sanottu nystyllinen komponentti eli komponentti, jonka kontaktipadien
pinnoille  on  kasvatettu  kontaktinystyt ennen  komponentin  liittimista

pakettirakenteeseen.

Toinen puolijohdesiru 13 on sijoitettu ensimmaéisen puolijohdesirun 3 péadlle eli
ensimméinen puolijohdesiru 3 sijaitsee toisen puolijohdesirun 13 ja johdekuvion 1
vilissd. Téstd syysté toisen puolijohdesirun 13 kontaktiterminaalit 14 jadvit vilimatkan
padhdn johdekuviosta 1 ja johtava yhteys muodostetaan kontaktielementtien 15
vilitykselld. Edelld esitettyyn tapaan myds kontakticlementit 15 voivat olla mitéd tahansa
tarkoitukseen soveltuvia johdemateriaalista valmistettuja rakenneosia. Mieluiten
kontaktielementit 15 valmistetaan kuitenkin kasvattamalla kontaktiterminaalien 14

pinnoille ainakin yhtd metallia kemiallisella ja/tai séhkokemiallisella menetelmalla.

Liséksi kuvion 1 monisirupaketti késittdd kontaktipallot 10 ulkoisten kontaktien
muodostamista varten. Naméa kontaktipallot on valmistettu suoraan johdekuvion 1

pinnalle.

Kuvio 2 esittdd poikkileikkauskuvana osaa kuvion 1 monisirupaketin kaltaisesta
monisirupaketista. Erotuksena kuvion 1 pakettiin on kuitenkin se, ettd kuvion 2
paketissa my6s toinen puolijohdesiru 13 on nystyton. Toisin sanoen kuvion 2 paketissa
sekd ensimmadisen puolijohdesirun 3 kontaktiterminaalit 4 ettd toisen puolijohdesirun 13
kontaktiterminaalit 14 muodostuvat puolijohdesirun pinnalla olevista kontaktipadeista.
Kuviossa 2 on esitetty myds eriste 2 ja ensimmdiiset kontakticlementit 5 ja toiset
kontaktielementit 15, jotka ldpdisevit eristeen 2 kontaktiterminaalien 4 ja 14 ja
johdekuvion 1 wvalilla. Lisdksi kuviossa on esitetty monisirupaketin paksuussuuntaa

kuvaava nuoli 9.
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Kuvion 2 sovellusmuodossa ensimmaisten kontakticlementtien 5 leveys w on noin 30
mikrometrid ja korkeus %~ noin 10 mikrometrid. Korkeus # mitataan tdlloin
monisirupaketin paksuussuunnassa 9 ja vastaa kontaktiterminaalin 4 pinnan ja
johdekuvion 1 pinnan vilistd vdlimatkaa eli samalla my6s kontaktiterminaalin 4 pinnan
ja eristeen 2 pinnan vélistd vilimatkaa. Leveys wmax on kontaktielementin suurin leveys
korkeutta vastaan kohtisuorassa suunnassa. Yleisesti leveys wmax on pienempi tai yhti
suuri kuin vastaavan kontaktiterminaalin 4. Leveys wmin taas on kontaktielementin
pienin leveys korkeutta vastaan kohtisuorassa suunnassa. Yleisesti korkeus %~ on
pienempi tai yhtd suuri kuin leveys wmin. Tyypillisid lukuarvoja ensimmdisille
kontaktielementeille 5 ovat leveys wmax vililld 10-80 mikrometrid, tavallisesti valilla
20-50 mikrometrid, ja ovat korkeus /% vélilld 0-30 mikrometrid, tavallisesti vililld 2—-10

mikrometria.

Kuvion 2 sovellusmuodossa toisten kontakticlementtien 15 leveydet Wmin ja Wmax Ovat
noin 100 mikrometrid ja korkeus # noin 100 mikrometrid. Korkeus /%, leveys Wmin,
leveys wmax ja ndiden véliset suhteet mairitelldéin vastaavasti kuin edelld ensimmaisten
kontakticlementtien 5 yhteydessd on esitetty. Tyypillisida lukuarvoja toisille
kontakticlementeille 15 ovat leveydet Wmin ja Wmax Vélilla 10-200 mikrometrid,
tavallisesti vililld 50-120 mikrometrid, ja ovat korkeus / vililld 10-200 mikrometrié,

tavallisesti valilla 50—120 mikrometria.

Leveydet wmin ja Wmax voivat poiketa toisistaan merkittdvisti kontaktielementtien
muotoa vastaavasti. Erikoistapauksessa kontaktielementin poikkileikkaus on ympyré,

jolloin wpin on oleellisesti yhtd suuri kuin wipax.

Seuraavassa kuvataan tarkemmin monisirupakettien yksityiskohtia viitaten sekd kuvion

1 ettd kuvion 2 sovellusmuotoihin.

Edelld jo viitattu kontakticlementin 5, 15 leveyden wmin ja korkeuden /4 vilinen suhde

voidaan esittdd kaavan muodossa seuraavasti;

Wminzk,
h

jossa
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h = kontaktielementin korkeus kontaktiterminaalin pintaa vastaan kohtisuorassa
suunnassa ja vastaa kontaktiterminaalin 4, 14 pinnan ja johdekuvion 1 pinnan vilistd
vilimatkaa eli myds kontaktiterminaalin 4, 14 pinnan ja eristeen 2 pinnan vélistd

vilimatkaa,
Wwmin = kontaktielementin pienin leveys wmin kontaktiterminaalin pinnan suunnassa, ja
k = on kerroin, joka on vahintdén 0,5 ja mielellddn véhintéén 1.

Kuvioiden sovellusmuodoissa kontakticlementit 5, 15 ulottuvat kontaktiterminaalien 4,
14 ja johdekuvion 1 vililld pddasiassa ainoastaan monisirupaketin paksuussuunnassa 9.
Kontaktielementit 5, 15 eivdt siis monisirupaketin leveyssuunnassa oleellisesti ulotu
kontaktiterminaalien 4, 14 ulkopuolelle. Tdmi voidaan esittdd myos siten, ettd kunkin
kontaktielementin 5, 15 projektio johdekuvion 1 pinnan kautta kulkevassa tasossa jdi
ainakin oleellisesti vastaavan kontaktiterminaalin 4, 14 projektion sisdpuolelle. Kuvion
2 sovellusmuodossa kontaktielementin 5, 15 on valmistettu kapeammiksi siten, ettd
kunkin kontaktielementin 5, 15 projektio johdekuvion 1 pinnan kautta kulkevassa
tasossa on kokonaan vastaavan kontaktiterminaalin 4, 14 projektion sisdpuolella.
Téllaiset kontakticlementit 5, 15 voidaan valmistaa lyhyiksi, jolloin ne vievit ainoastaan
védhin tilaa. Sovellusmuodot eroavat oleellisesti lankabondausta kayttavistd tunnetuista

kontaktitavoissa, joissa liitoslankoja vedetdén pitkid matkoja paketin leveyssuunnassa.

Lyhyet kontaktielementit 5, 15 ja ensimmdisen ja toisen puolijohdesirun 3, 13
yhdistdminen samaan johdekuvioon 1 mahdollistavat myds hyvin lyhyet johdetiet
puolijohdesirujen 3, 13 wvililld. Tallainen johdetie, joka kulkee ensimmaisen
puolijohdesirun kontaktiterminaalin pinnalta 4 johdekuvion 1 ja kontaktielementtien 5,
15 kautta toisen puolijohdesirun kontaktiterminaalin 14 pinnalle, voi pituudeltaan
esimerkiksi alle 500 mikrometrid. Johdetien pituus voidaan suunnitella jopa siten, ettd

se on alle 250 mikrometria.

Itse kontaktielementit 5, 15 voivat koostua kukin yhdestd lierioméisestd
johdekappaleesta. Téllainen johdekappale voidaan valmistaa esimerkiksi tdyttamalla
eristeeseen 2 valmistettu aukko johdemateriaalilla. Yhdessd sovellusmuodossa kukin
lierioméinen johdekappale sisdltdd metalliytimen, joka on metallurgisesti samaa
kappaletta johdekuvion 1 kanssa. Tdmé toteutetaan siten, ettd kontaktielementtid 5, 15

valmistettaecssa kasvatetaan metallia sekd kontaktielementin 5, 15 muodostavaan
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johdekappaleeseen ettd johdekuvioon, jolloin kontaktielementin 5, 15 metalliydin

yhdistyy jatkuvasti ja ilman rajapintaa johdekuvion 1 materiaaliin.

Y leisesti monisirupaketti pyritddn suunnittelemaan siten, ettd kontaktielementtien 5, 15
korkeudet /# ovat alle 500 mikrometrid ja mielellddn korkeintaan 200 mikrometrid, jopa
alle 100 mikrometrid. Ensimmaisen puolijohdesirun kontaktielementtien 5 korkeus % on

mielellddn alle 25 mikrometrid, jopa alle 5 mikrometrid.

Kuvioiden 1 ja 2 sovellusmuotoja voidaan hyddyntdd esimerkiksi kuvion 1 kuvaamina
erillisind monisirupaketteina tai vaihtoehtoisesti siten, ettd monisirupaketti valmistetaan
osaksi laajempaa piirimoduulia. Monisirupaketti voi siis olla myods kiinted osa
monikerrospiirilevyd siten, ettd johdekuvio 1 yhtyy yhteen monikerrospiirilevyn
johdekuviokerroksista ja eriste 2 on osa ainakin yhtd monikerrospiirilevyn

eristekerrosta.

Kuvioiden 1 ja 2 sovellusmuotojen mukainen tai muu vastaava monisirupaketti voidaan
valmistaa esimerkiksi siten, ettd valmistetaan pakettiaihio, joka késittdd ohuen eriste- tai
johdelevyn tai kerroslevyn, joka késittdéd eriste- ja johdekerrokset. Menetelmd voidaan
suunnitella siten, ettd osa johdelevyn tai johdekerroksen materiaalista tulee
muodostamaan johdekuvion 1 tai osan johdekuviosta 1. Myds pakettiaihion
mahdollinen eristelevy tai eristekerros voidaan suunnitella hyddynnettiviksi osana
monisirupakettia. Menetelméssd ensimmdinen puolijjohdesiru 3 kiinnitetddn
pakettiaihioon siten, ettd ensimmaéisen puolijohdesirun 3 kontaktiterminaalit 4
suuntautuvat pakettiaihion levyd kohti. Ensimmdisen puolijohdesirun 3 piille
kiinnitetddn toinen puolijohdesiru 13 vastaavalla tavalla. Voidaan my6s menetelld siten,
ettd ensimmadinen ja toinen puolijohdesiru 3, 13 kiinnitetddn ensin toisiinsa ja sitten

ndiden muodostama kokonaisuus kiinnitetdén pakettiaihioon.

Tamén jilkeen voidaan pakettiaihioon yhdistdd lisdd eristemateriaalia ja haluttacssa
johdekerroksia esimerkiksi laminointitekniikalla. Tilldin voidaan valmistaa myos eriste
2, joka sulkee sisddnsd puolijohdesirut 3, 13. Kuten edelld on todettu, osa eristeestd 2

voi toki olla tuotuna rakenteeseen jo osana pakettiaihiota.

Mikili pakettiaihio sisdlsi johdelevyn tai johdekerroksen, puolijohdesirujen 3, 13
kontaktiterminaalit 4, 14 voidaan yhdistdd johtavasti tdhdn johdemateriaaliin

esimerkiksi tdssd vaiheessa. Yhdistimisen jilkeen johdemateriaali kuvioidaan
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johdekuvioiksi 1. Johdemateriaali voidaan toki kuvioida johdekuvioiksi 1 myds ennen
johdeyhteyden valmistamista. Itse yhdistdiminen voidaan suorittaa esimerkiksi siten, ettd
avataan eristeeseen 2 kontaktireidt 7, 17 kontaktiterminaalien 4, 14 kohdille ja
valmistetaan  kontaktireikiin 7, 17  kontaktiterminaalien 4, 14 pinnoille
johdemateriaalista kontaktielementtejd 5, 15, jotka ulottuvat kosketukseen johdekuvion
1 materiaalin kanssa. Mikdli pakettiaihio ei siséltdnyt johdemateriaalia johdekuvioita 1
varten, johdekuvioiden materiaali voidaan lisdtd tai kasvattaa pakettiaihion pinnalle
esimerkiksi samassa vaiheessa ja samalla menetelmailld, jolla kontaktielementtien 5, 15
johdemateriaali tuodaan rakenteeseen. Yksi hyvd menetelmi kontakticlementtien 5, 15
ja tarvittacssa myds johdekuvion 1 valmistamiseen on kasvattaa rakenteeseen ainakin

yhtd metallia kemiallisella ja/tai sdhkékemiallisella kasvatusmenetelmaélla.

Monisirupaketin valmistaminen voidaan my6s suorittaa osana monikerrospiirilevyn
valmistusmenetelméd, jolloin monisirupaketti integroidaan osaksi monikerrospiirilevyé.
Téllaisia valmistusmenetelmien sovellusmuotoja kuvataan seuraavassa, mutta seuraavat
menetelmdt soveltuvat aivan yhtd hyvin myds irrallisten monisirupakettien
valmistamiseen. Irrallisia monisirupaketteja voidaan myds valmistaa siten, ettd
valmistetaan seuraavien sovellusmuotojen tapaan suurempia paneeleja, jotka kasittavit

useita monisirupaketteja, ja monisirupaketit leikataan irti valmiista paneelista.

Kuviot 3A-3J] esittdvit yhden mahdollisen valmistusmenetelmén. Menetelmissi
valmistus aloitetaan kuvion 3A esittimaistd aihiosta, joka kisittdd eristekerroksen 20 ja
johdekerroksen 21. Kuvion 3B mukaisesti aihioon valmistetaan kontaktiaukot 22
tulevien kontakticlementtien kohdille. Lisdksi eristekerrosta 20 poistetaan
komponenttien ja ndiden kontaktiterminaalien tieltd. Kuviossa 3C aihioon kiinnitetddn
ensimmiinen puolijohdesiru 3 liimakerroksen 23 avulla siten, ettd ensimmadisen
puolijohdesirun 3 kontaktiterminaalit tulevat kohdakkain vastaavien kontaktiaukkojen

22 kanssa. Tamin jilkeen saadaan aikaa kuvion 3D esittdmaé rakenne.

Kuvion 3E mukaisesti aihioon lisdtddn uusi liimakerros 24, joka peittdd ensimméisen
puolijohdesirun 3 takapinnan. Kuvion 3F mukaisesti toisen puolijohdesirun 13
kontaktiterminaalien 14 puoleinen pinta painetaan titd liimakerrosta 24 vasten ja ndin
kiinnitetddn toinen puolijohdesiru 13 aihioon. Kontaktiterminaalit 14 asemoidaan

kohdakkain vastaavien kontaktiaukkojen 22 kanssa.
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Kuvion 3G  esittiméssd  menetelmévaiheessa  aihioon  laminoidaan  lisdd
eristemateriaalilevyjd 25, jotka tulevat yhdessd eristekerroksen 20 kanssa
muodostamaan monisirupaketin tai piirilevyn eristeen 2. Vastakkaiselle pinnalle
laminoidaan samalla johdekalvo 26, josta voidaan muodostaa esimerkiksi kuviossa 1

esitetty toinen johdekuvio 6. Kuvion 3H esittdd aihiota laminointivaiheen jélkeen.

Kuviossa 31 on poistetaan kontaktiaukkoihin 22 liimauksen ja laminoinnin aikana
kulkeutunut materiaali. Tdimé voidaan tehdd hyvin esimerkiksi CO;-laserilla siten, ettd
johdekerrosta 21 kéytetddn maskina. Talloin kontaktiaukot 22 saadaan avattua tarkasti
johdekerrokseen 21 jo aiemmin valmistettujen kontaktiaukkojen 22 mukaisesti oikeaan
muotoon ja kokoon ja oikeisiin paikkoihin. Samalla valmistetaan eristeen 2 lédpdisevd

lapireika 27.

Seuraavassa vaiheessa aihion pinnoille kasvatetaan yhtd tai useampaa metallia
kayttdmalld ensin ainakin yhtd kemiallista kasvatusmenetelmdd ja tidmén jilkeen
kasvattamalla kerrospaksuutta ainakin yhdelld sdhkokemiallisella kasvatusmenetel-
malld, mikédli kerrospaksuuden kasvattaminen on tarpeen. Kuvio 3J esittdd aihion tdmén
vaiheen jélkeen. Valmistusta jatketaan kuvioimalla aihion pinnoilla olevat
johdekerrokset johdekuvioiden 1 ja 6 muodostamiscksi. Kuvio 4 esittdd osaa niin

valmistetusta piirilevystd tai monisirupaketista.

Edelld esitettyd menetelmdd voidaan toki modifioida monin tavoin. Seuraavassa

kuvataan joitakin téllaisia vaihtochtoisia sovellusmuotoja kuvioihin SA-5C viitaten.

Kuvion 5A esittimédén tapaan valmistus aloitetaan aihiosta, jossa johdekerroksen 21
pinnalla on hyvin ohut eristekerros 20, jota ei tarvitse poistaa ensimmiisen
puolijohdesirun 3 alta. Tillaista eristekerrosta 20 voidaan kayttdd esimerkiksi
parantamaan adheesiota johdekerroksen 21 ja liiman vélissd ja varmistamaan se, ettd
lilmakerrokseen mahdollisesti jadvit ilmakuplat eivdt aiheuta puolijohdesirun 3 ja
johdekuvion 1 wviliin huonosti eristdvid kanavia. Aihioon valmistetaan myds

kontaktiaukot 22.

Kuvion 5B puolestaan esittdd sellaisen muunnelman, jossa ensimmdinen ja toinen
puolijohdesiru 3, 13 on kiinnitetty toisiinsa ennen puolijohdesirujen kiinnittdmista
liimakerroksen 23 avulla kuvion 5A kuvaamaan aihioon. Kuvion 5B sovellusmuoto

poikkeaa edelld esitetystd sovellusmuodosta myds siten, ettd ensimméinen
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puolijohdesiru 3 on nystyton eli kontaktiterminaalit ovat oleellisesti puolijohdesirun 3

pinnan tasalla.

Kuvion 5C mukaisesti kuvion 5B esittdimédn aihioon laminoidaan lisdd kerroksia.
Tamién jdlkeen suoritetaan esimerkiksi edelld kuvioiden 31 ja 3J yhteydessd kuvattuja
menetelmédvaiheita ja saadaan valmistettua kuvion 6 esittdimd piirilevy tai

monisirupaketti.

Kuvioiden 4 ja 6 esittdmistd rakenteista valmistusta on toki mahdollista jatkaa myds
valmistamalla rakenteen pinnoille lisdé eriste- ja johdekuviokerroksia ja ndin valmistaa

monisirupaketin ympérille monikerrospiirilevyrakenne.

Jos paketin I/O tiheys on suuri, tédllaiset lisdkerrokset voivat olla tarpeen tarvittavien
johdevientien valmistamiseksi. Kerrosten lisddmisen lisdksi tai sijasta paketin kokoa on
mahdollista kasvattaa leveyssuunnassa. Yhdessd sovellusmuodossa ensimméinen
puolijohdesiru 3 kasittdd lukuisia kontaktiterminaaleja 4 pitkin puolijohdesirun 3 pintaa.
Toinen puolijohdesiru 13 taas siséltdd suhteellisen véhdn kontaktiterminaaleja 14 ja
ndmi sijaitsevat ldhelld puolijohdesirun 13 reunoja. Téllaisessa sovellusmuodossa
ensimméinen puolijohdesiru 3 voi olla esimerkiksi mikroprosessori ja toinen

puolijohdesiru 13 voi olla muistisiru.

Edelld esitetyt esimerkit kuvaavat joitakin mahdollisia prosesseja, joiden avulla
keksintédmme voidaan kdyttdd hyviksi. Keksintdmme ei kuitenkaan rajoitu vain edelld
esitettyihin ensimmaéiseen ja toiseen sovellusmuotoon, vaan keksintdé kattaa muitakin
erilaisia prosesseja ja niiden lopputuotteita, patenttivaatimusten tdydessd laajuudessa ja
ekvivalenssitulkinta huomioon ottaen. Keksintd ei myoskddn rajoitu vain esimerkkien
kuvaamiin rakenteisiin ja menetelmiin, vaan alan ammattilaiselle on selvdi, ettd
keksintdmme  erilaisilla  sovelluksilla voidaan valmistaa hyvin monenlaisia
monisirupaketteja, elektroniikkamoduuleja ja piirilevyjd, jotka poikkeavat suurestikin
edelld esitetystd esimerkistd. Kuvioiden komponentit ja johdotukset on siis esitetty
ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Edelld esitettyjen esimerkkien rakenteisiin
ja prosesseihin voidaan tehdd siis runsaasti muutoksia, poikkeamatta silti keksinnon

mukaisesta perusajatuksesta.
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Patenttivaatimukset:

1. Monisirupaketti, joka kasittda johdekuvion (1) ja eristeen (2) ja eristeen sisdssd

ensimmadisen komponentin (3), jonka kontaktiterminaalit (4) suuntautuvat

johdekuviota (1) kohti ja ovat johtavasti yhdistetyt johdekuvioon (1); ja

toisen komponentin (13), jonka kontaktiterminaalit (14) suuntautuvat samaa
johdekuviota (1) kohti ja ovat kontaktielementtien (15) vilitykselld johtavasti yhdistetyt
mainittuun johdekuvioon (1) ja joka on sijoitettu siten, ettd ensimméinen komponentti

(3) sijaitsee ainakin osittain toisen komponentin (13) ja johdekuvion (1) vélissd;

tunnettu siitd, ettd kukin kontakticlementti (15) sisdltdd johdekappaleen (5, 15),
joka siséltdd metalliytimen, joka on metallurgisesti samaa kappaletta johdekuvion (1)

kanssa.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen monisirupaketti, t u n n e t t u siitd, cttd
kontakticlementit (15) ulottuvat toisen komponentin kontaktiterminaalien (14) ja

johdekuvion (1) vililld p4dasiassa ainoastaan monisirupaketin paksuussuunnassa (9).

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen monisirupaketti, tunnettu siitd, cttd

kukin kontaktielementti (15) koostuu lierioméisestd johdekappaleesta.

4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen monisirupaketti, tunnettu siitd, cttd
ainakin yksi ensimmaéisen komponentin kontaktiterminaali (4) on sdhkdisesti yhdistetty
ainakin yhteen toisen komponentin kontaktiterminaaliin (14) johdetietd pitkin, joka
johdetie koostuu osasta johdekuviota (1) sekd ensimmdisesti ja toisesta
kontakticlementistd (5, 15), jotka sijaitsevat johdekuvion (1) ja ensimméisen
komponentin (3) sekd vastaavasti johdekuvion (1) ja toisen komponentin (13)

mainittujen kontaktiterminaalien (4, 14) vélissa.

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen monisirupaketti, t u n n e t t u siitd, ettd
ensimmdinen  kontakticlementti  (5) koostuu  ensimmdisestd  lieridmaisestd
johdekappaleesta ja toinen kontaktielementti (15) koostuu toisesta lieriomiisestd

johdekappaleesta.
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6. Jonkin patenttivaatimuksen 3—5 mukainen monisirupaketti, tunnettu siitd, cttd
kukin lierioméinen johdekappale (5, 15) sisédltdd metalliytimen, joka on metallurgisesti

samaa kappaletta johdekuvion (1) kanssa.

7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen monisirupaketti, tunn ettu siitd, cttd
ainakin yksi ensimméisen komponentin kontaktiterminaali (4) on sdhkdisesti yhdistetty
ainakin yhteen toisen komponentin kontaktiterminaaliin (14) johdekuvion (1) ja
kontakticlementtien (5, 15) kautta kulkevaa johdetietd pitkin, jonka johdetien pituus on

alle 500 mikrometrid, edullisesti alle 250 mikrometria.

8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen monisirupaketti, tunnettu siitd, ettd
kontaktielementeilld (15) on kontaktiterminaalien (14) pintaa vastaan kohtisuorassa
suunnassa korkeus %, joka vastaa kontaktiterminaalin (14) pinnan ja johdekuvion (1)
pinnan vélistd vélimatkaa, sekd kontaktiterminaalien (14) pinnan suunnassa pienin

leveys wmin siten, ettd leveyden ja korkeuden viélinen muotosuhde
—2%  on vihintddn 0,5 ja mielellddn vahintddn 1.

9. Jonkin patenttivaatimuksen 1-8 mukainen monisirupaketti, tunn ettu siitd, ettd
kontakticlementtien (15) korkeudet kontaktiterminaalien (14) pintaa vastaan
kohtisuorassa suunnassa ovat alle 500 mikrometrid, edullisesti korkeintaan 200

mikrometrid.

10. Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukainen monisirupaketti, tunne ttu siitéd, ettd
se on kiinted osa monikerrospiirilevyd siten, ettd johdekuvio (1) yhtyy yhteen
monikerrospiirilevyn johdekuviokerroksista ja eriste (2) on osa ainakin yhti

monikerrospiirilevyn eristekerrosta.

11. Menetelmd monisirupaketin = valmistamiseksi, joka monisirupaketti késittda
johdekuvion (1), eristeen (2) ja eristeen sisdssd ensimmaéisen ja toisen komponentin (3,

13) ja jossa menetelméssi:

ensimmaéinen komponentti (3) asemoidaan siten, ettd ensimmadisen komponentin

(3) kontaktiterminaalit (4) suuntautuvat johdekuviota (1) kohti,
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toinen komponentti (13) asemoidaan siten, ettd toisen komponentin (13)
kontaktiterminaalit (14) suuntautuvat johdekuviota (1) kohti ja ettd ainakin osa
ensimmadisestd komponentista (3) jad toisen komponentin (13) ja johdekuvion (1) véliin,

ja

ensimmaisen komponentin (3) kontaktiterminaalit (4) ja toisen komponentin (13)

kontaktiterminaalit (14) yhdistetdén johtavasti samaan johdekuvioon (1),

tunnettu siitd, ettd ainakin toisen komponentin (13) kontaktiterminaalit (14)
yhdistetddn johdekuvioon (1) valmistamalla kontakticlementtejd (15), joista kukin
siséltdd johdekappaleen (5, 15), joka sisiltdd metalliytimen, joka on metallurgisesti

samaa kappaletta johdekuvion (1) kanssa.

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen menetelmd, tunn e tt u siitd, ettd toisen
komponentin (13) kontaktiterminaalit (14) yhdistetdén johtavasti johdekuvioon (1)

siten, ettd
eristeeseen (2) avataan kontaktireidt (17) kontaktiterminaalien (14) kohdille, ja

kontaktireikiin ~ (17)  kontaktiterminaalien (14) pinnoille  valmistetaan
johdemateriaalista kontaktielementtejd (15), jotka ulottuvat kosketukseen johdekuvion

(1) materiaalin kanssa.

13. Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukainen menetelmid, tunn e tt u siitd, ettd
ensimmdisen komponentin (3) kontaktiterminaalit (4) yhdistetddn johtavasti

johdekuvioon (1) siten, ettéd
eristeeseen (1) avataan kontaktireidt (7) kontaktiterminaalien (4) kohdille, ja

kontaktireikiin ~ (7)  kontaktiterminaalien = (4)  pinnoille  valmistetaan
johdemateriaalista kontakticlementtejd (5), jotka ulottuvat kosketukseen johdekuvion

(1) materiaalin kanssa.

14. Patenttivaatimuksen 12 tai 13 mukainen menetelmd, tunn e tt u siitd, ettd
kontaktielementit (5, 15) valmistetaan kasvattamalla kontaktireikiin ainakin yhtd

metallia kemiallisella ja/tai séhkokemiallisella kasvatusmenetelmalla.
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15. Jonkin patenttivaatimuksen 12—14 mukainen menctelmé, tunnettu siitd, cttd se
suoritetaan osana monikerrospiirilevyn valmistusmenetelméd, jolloin monisirupaketti

integroidaan osaksi monikerrospiirilevya.
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Patentkrav:

1. Multichippaket, vilket omfattar ett ledarmdnster (1) och en isolering (2) och inne i

isoleringen

en forsta komponent (3), vars kontaktterminaler (4) dr riktade mot ledarmonstret (1)

och dr ledande anslutna till ledarmonstret (1); och

en andra komponent (13), vars kontaktterminaler (14) 4r riktade mot samma
ledarménster (1) och medelst kontaktelement (15) dr ledande anslutna till detta
ledarmdnster (1) och vilken &r anordnad pd s& sitt, att den forsta komponenten (3)

atminstone delvis ér beldgen mellan den andra komponenten (13) och ledarmdnstret (1);

kdannetecknat avattvarje kontaktelement (15) innehéller ett ledarstycke (5,
15) som innehdller en metallkérna, som metallurgiskt & av samma stycke som

ledarmonstret (1).

2. Multichippaket enligt patentkrav 1, kdnnetecknat av att
kontaktelementen (15) stracker sig mellan den andra komponentens kontaktterminaler (14)

och ledarmoénstret (1) huvudsakligen bara i multichippaketets tjockleksriktning (9).

3. Multichippaket enligt patentkrav 1 eller 2, k annetecknat av att vare
kontaktelement (15) bestdr av ett cylindriskt ledarstycke.

4. Multichippaket enligt ndgot av patentkraven 1 -3, k a nnetecknat avatt
atminstone en kontaktterminal (4) av den forsta komponenten dr elektriskt ansluten till
atminstone en kontaktterminal (14) av den andra komponenten ldngs en ledarvig, vilken
ledarvdg bestdr av en del av ledarmonstret (1) samt av det forsta och det andra
kontaktelementet (5, 15), vilka &r beldgna mellan ledarménstret (1) och den forsta
komponentens (3) samt pd motsvarande sitt mellan ledarmoénstret (1) och den andra

komponentens (13) kontaktterminaler (4, 14).

5. Multichippaket enligt patentkrav 4, k @ nnetecknat av att det forsta
kontaktelementet (5) bestdr av ett forsta cylindriskt ledarstycke och det andra
kontaktelementet (15) bestér av ett andra cylindriskt ledarstycke.
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6. Multichippaket enligt ndgot av patentkraven 3 -5, k annetec knat avatt
varje cylindriska ledarstycke (5, 15) innehéller en metallkdrna, som metallurgiskt dr av

samma stycke som ledarmonstret (1).

7. Multichippaket enligt ndgot av patentkraven 1 -6, k annetec knat avatt
atminstone en kontaktterminal (4) av den forsta komponenten &r elektriskt ansluten till
atminstone en kontaktterminal (14) av den andra komponenten lidngs en ledarvidg som loper
via ledarmdnstret (1) och kontaktelementen (5, 15), vars ledarvigs langd dr under 500

mikrometer, foretradesvis under 250 mikrometer.

8. Multichippaket enligt ndgot av patentkraven 1 -7, k a nnetecknat avatt
kontaktelementen (15) mot ytan av kontaktterminalerna (14) 1 vertikal riktning uppvisar
héjden 4, som motsvarar mellanrummet mellan kontaktterminalens (14) yta och
ledarménstrets (1) yta, samt 1 riktning av kontaktterminalernas (14) yta den minsta bredden

Wmin P4 s8 sitt, att formkvoten mellan bredden och héjden
% ar atminstone 0,5 och foretrddesvis atminstone 1.

9. Multichippaket enligt ndgot av patentkraven 1 -8, k a nnetecknat avatt
kontaktelementens (15) hojder mot kontaktterminalernas (14) yta i vertikal riktning &r

under 500 mikrometer, foretradesvis hogst 200 mikrometer.

10. Multichippaket enligt ndgot av patentkraven 1 -9, k a nnetec kn at avatt
det dr en fast del av ett flerskiktskretskort pa s sitt, att ledarmdnstret (1) sluts samman av
flerskiktskretskortets ledarmonsterskikt och isoleringen (2) dr en del av atminstone ett

isoleringsskikt av flerskiktskretskortet.

11. Forfarande for tillverkning av ett multichippaket, vilket multichippaket omfattar ett
ledarménster (1), en isolering (2) och inne 1 isoleringen en forsta och en andra komponent

(3, 13) och vid vilket forfarande:

den forsta komponenten (3) placeras pa si sitt, att den forsta komponentens (3)

kontaktterminaler (4) ér riktade mot ledarmonstret (1),

den andra komponenten (13) placeras pa si sitt, att den andra komponentens (13)

kontaktterminaler (14) ar riktade mot ledarmonstret (1) och att dtminstone en del av den
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forsta komponenten (3) forblir mellan den andra komponenten (13) och ledarménstret (1),

och

den férsta komponentens (3) kontaktterminaler (4) och den andra komponentens (13)

kontakkterminaler (14) ansluts ledande till samma ledarmdnster (1),

kidnnetecknat av att &minstone den andra komponentens (13)
kontaktterminaler (14) ansluts till ledarménstret (1) genom tillverkning av kontaktelement
(15), av vilka var och en innehéller ett ledarstycke (5, 15), som innehdller en metallkdrna,

som metallurgiskt dr av samma stycke som ledarmdnstret (1).

12. Forfarande enligt patentkrav 11, k annetecknat av att den andra

komponentens (13) kontaktterminaler (14) ledande ansluts till ledarménstret (1) pé sa sitt,

att
kontakthal (17) 6ppnas i isoleringen (2) vid kontaktterminalerna (14), och

kontaktelement (15) av ett ledarmaterial tillverkas i kontakthdlen (17) péa
kontaktterminalernas (14) ytor, vilka kontaktelement stricker sig till en kontakt med

ledarmonstrets (1) material.

13. Forfarande enligt patentkrav 11 eller 12,k a nnete ¢ k n at av att den forsta

komponentens (3) kontaktterminaler (4) ansluts ledande till ledarmdnstret (1) pa s sitt, att
kontakthdl (7) éppnas i isoleringen vid kontaktterminalerna (4), och

kontaktelement (5) av ett ledarmaterial tillverkas 1 kontakthdlen (7) pé
kontaktterminalernas (4) ytor, vilka kontaktelement stricker sig till en kontakt med

ledarmonstrets (1) material.

14. Forfarande enligt patentkrav 12 eller 13, kdnnetecknat av att
kontaktelementen (5, 15) tillverkas genom odling av &tminstone en metall 1 kontakthalen

med ett kemiskt och/eller elektrokemiskt odlingsforfarande.

15. Forfarande enligt ndgot av patentkraven 12 — 14, k da nnetec knat avatt
det genomfors som en del av ett framstéllningsforfarande for ett flerskiktskretskort, varvid

multichippaketet integreras som en del 1 flerskiktskretskortet.
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